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1.背景  近年、電子デバイス製作技術として、

プリンタブルエレクトロニクスが非常に注目され

ている。従来の技術であるフォトリソグラフィと

比べ、低設備投資、省資源、低エネルギーのプロ

セスが可能であり、タッチパネル内のスペーサー

などに既に実用化されている。しかし、この製作

技術では絶縁膜の形成が困難であり、従来の方法

が用いることができず、製造プロセスのイノベー

ションを起こすことが求められている。そこで

我々は安価で反応性の高い大気圧非平衡プラズマ

化学気相成長法(AP-PECVD)に着目をした。 

AP-PECVD の特色は、大型真空システムが不

必要とするため、コストパフォーマンスは高く連

続したプロセスが可能であることが挙げられる。

またプロセス環境が大気圧であるため、液体を処

理することも可能であり、プリンタブルエレクト

ロニクスとの親和性が非常に高いと考えられる。

そこで本研究では、液体材料を用いた AP-PECVD

より絶縁膜を作製する新規材料プロセスを提案 

する。 

2.実験及び結果  実験では、60 Hz交流電源を利

用した大気圧非平衡プラズマ源を用いて、Ar流量

5 slmおよび O2流量 50 sccmの混合ガスをプラズ

マ源に導入し、プラズマを生成した。そして、ミ

スト発生装置よってヘキサメチルジシロキサン

（HMDSO）をミスト化し、流量 5 slm の Ar ガス

フローによってプラズマ位置まで輸送した。シリ

コン(Si)基板を設置したステージを搬送スピード 

1 mm/sで走査距離20 mmの往復運動をさせながら

製膜を実施した。その他条件として処理時間は 

5 分間(7.5 往復)とし、成膜された膜の FT-IR分析

を行った。膜の後処理として、成膜された膜を Ar

プラズマで 5-30分間で照射しました。 

図 1に堆積した膜の FT-IRスペクトルを示す。

1000-1200 cm
-1に表れる Si-O-Siの結合状態ピーク

が非常に強く観測され、900 cm
-1 付近に現れる

Si-OH や、750-900 cm
-1に表れる Si-CH3の化学結

合も有していることも確認された。後処理の結果

として、Ar の照射により膜中の Si-OH 結合が減

少し、Si-O-Si結合が増加することも確認された。 

 

  

図 1 成膜した有機 SiOx膜の FT-IR スペクトル

と後処理により化学結合の変化 
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